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使用卷膜元件设备的启动 停 和操作建议. 

 

文件提供 PM Hanotex 公 生产的卷膜元件使用的启动 停 及操作总体说明，以及使用

之前的清洗作业指导  

1 操作程序. 

1.1.在操作过程中创建合适的流体动力和初始储备溶液保证了卷膜元件的稳定工作 

1.2. 初始溶液的要求.  

• 大于5微米的悬浮固体不得超过1毫克/升; 

• 浑 度 – 不超过 1 NTU; 

• 氧化性 – 不超过 5 毫克О2/升; 

• 活性氯， 机溶液和强氧化剂 臭氧，溴，碘 的含  – 少于1毫克/升; 

• 溶解铝含  – 少于 0,1 毫克/升 (存在硅的情况 少于 0,05 毫克/升); 

• 溶解铁含  – 少于 0,3 毫克/升 (存在硅的情况 少于 0,05毫克/升); 

• 锰含  –少于 0,1 毫克/升; 

• 离子聚合物和 离子表面活性剂的含  - 少于0.1毫克/升; 

• 污染指数 (胶体指数, SDI) – 小于 5.  

• 不使用阻垢剂时朗热利耶 LSI 指数应不超过1.0，使用阻垢剂时应不超过2.6. 

超 以 参数会成为质保失效的原因 

.为了使膜元件长期稳定的作业，建议将水的浑 度清洁 小于0,2 NTU，SDI 水平为1-3 

1.3. 一 物质的化学兼容性. 

1.3.1.在反渗 膜原件工作的过程中，不允许 入游离氯或者其它氧化剂 高锰酸钾，臭氧，

溴，碘 等 即使在入水口 少 的游离氯，也可能导 膜的选择层不可逆转的退化 因 ，用户

需要确保没 氧化剂 入到膜的工作系 中  

为了使膜不暴露在氧化剂中， PM Hanotex 公 建议引入氧化势能 原 控 OBP 在

入水系 ，从而 续 视氧化剂在入水口的存在 除去排污水，水的OBP值不能超过300毫伏 如

果OBP值超过300毫伏，就 必要采 措施以降低 值，例如，通过 入焦 硫酸钠的溶液 在OBP

值达到350毫伏的时候，膜 装应 停 ，直到OBP降 300毫伏 在消除膜系 水中的活性氯

题时，应立即联系 PM Hanotex 公 的技术支持中心  

1.3.2. 氧化催化剂膜的游离氯离子是过渡金属如铁和锰 如果在水中不可避免的存在 样的

例子，应 采 措施100%地清除供给水中的游离氯  

1.3.3. 离子聚合物和 离子表面活性剂可能导 聚酰胺的复合膜的性能不可逆的 化 因

，在反渗 膜元件的作业和化学清洗过程中不应 使用它们  

1.3.4.应 使用甘油来润滑橡胶密封圈 使用油性润滑剂可能引起膜元件的故障 

存在以 物质在原水中可能成为质保失效的原因  

1.4. 技术数据和操作条件.  
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1.4.1. 总体信息. 

 关于 率和膜元件的选择性数据已 在 只膜附带的数据表中做 指定  

批膜元件的 率可能 ±15%的偏差. 

命 为2521和2540的选择性膜元件通过超过 续100小时在 试溶液的工作 

命 为4040和8040的选择性膜元件通过超过 续48小时在 试溶液的工作. 

于所 类型的膜元件， 个1米长 40英 的膜元件的萃 程度CIF不应超过15%，除了

海水膜之外 海水膜的CIF不应超过10% 为了能使海水反渗 膜稳定 续的工作，1米长的膜元件

的CIF建议保持在6-8%的范围内  

• 工作压力可能会 所不 : 

于海水， 从 4,5 到 7 兆帕,  

微咸水为1 4兆帕, 

于微咸水和水管水来说，压力在0.5~2.0兆帕之间， 于原水的温度 度和滤液的萃

程度，以及膜元件的使用时间.  

• 个膜元件的降压区间不得超过0.07兆帕， 个膜外壳不得超过0.4兆帕. 

• 入口水温度不应超过45℃ 在pH值为10的最大初始水温不宜超过35℃  

• рН值范围微 1÷12的膜元件的化学清洁时间不应超过4小时， 样的清洁频率 不

超过一次 见文件BTO-102 . 

1.5. 膜元件的 率和温度补偿性能. 

膜元件的标定 率的工作条件是原水温度范围为25±2ºС 随着原水温度的降低，膜元件的

率也随之降低 以 是 膜元件的 率随着原水水温的 化而改 的校 系数 K : 

 

温度 化的校 系数表 

t, oC Кт t, oC Кт t, oC Кт t, oC Кт 

10,0 1,71 15,0 1,42 20,0 1,19 25,0 1,00 

10,5 1,68 15,5 1,40 20,5 1,17 25,5 0,98 

11,0 1,65 16,0 1,37 21,0 1,15 26,0 0,97 

11,5 1,62 16,5 1,35 21,5 1,13 26,5 0,96 

12,0 1,59 17,0 1,32 22,0 1,11 27,0 0,94 

12,5 1,56 17,5 1,30 22,5 1,09 27,5 0,93 

13,0 1,53 18,0 1,28 23,0 1,07 28,0 0,92 

13,5 1,50 18,5 1,25 23,5 1,05 28,5 0,90 

14,0 1,48 19,0 1,23 24,0 1,03 29,0 0,89 

14,5 1,45 19,5 1,21 24,5 1,02 29,5 0,88 

 

 在给定温度t的 化 膜元件的 率(Qt)计算公式如 :  

Qt=Q25 /Kt, 

也就是说，原水温度从25°С到10°С膜元件的 率降低1.71倍 见表格 . 

在原水温为t=25°С的情况 膜元件比标定 率降低了1.15倍以 的情况 必须 行 膜元

件的化学清洁 (см.) 

 比如：在温度20°C的条件 过48小时设备 率达到10立方米/小时 一化的渗 流 基于25°
C的初始水温，见表 达到Q125=.10 *1.19= 11.9立方米/小时 

 过两个 在10°C原水温度和相 的工作压力的条件 工作， 率达到6м3/小时，也就是说Q210=6м3/

小时，. 
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 计算 率是基于原水温度25°С, 也就是说 Q225 = Q110 *K= 6*1,71=10,26 м3/小时, 即 К=1,71(见表). 

 因 ，在恒定的工作压力 校 原水温度，装置 率的降低 11,9/10,26 = 1,16倍，也就是说需要
膜元件 行化学清洁了. 

 

2. 装 膜元件的装置的启动和停 . 

2.1 装 膜元件的装置的启动. 

 个膜元件都被溶液密封，含 1%的焦 硫酸钠 因 在膜元件开始工作之前应在

工作压力 行时长为一小时的排水系 过滤  

 如果膜元件用于饮用水和食品供水，建议清洗膜元件1-2个小时 注意！里面的 腐

剂可能会引起刺激消化道， 痛，腹泻或其他类似症状.  

 如果将膜元件用于生产超纯水，清洗时间建议增 值24小时用于降低.  TOC 机

碳总 的浓度 50微克/升 假设水中TOC初始水平为零  

 为了保护膜元件不 损坏应 : 

• 不能超过说明书中的输入压力和流 .  

• 在启动，运行和停 工作时，避免压力 膜装置的 .  

• 采 措施 来自滤液中的反向压力 在任何情况 ，来自滤液的反向压力都不得超过膜元

件内液体的压力 . 

• 在启动膜装置时将输入压力在30~60秒内增 工作压力 以不超过0.1兆帕/ s的速率  

• 采 措施，避免膜元件的封 循 的工作中浓缩剂的 少. 

• 在运行过程中需要 行源水，滤液和浓缩液的 分析. 

• 应 遵 以 针 过滤 渗 和浓缩阀门的操作规则: 

2.2.      过滤 渗 物 阀门的操作. 

• 膜元件永 不应 到来自滤液的反向压力 即滤液方面的压力大于浓缩液方向的压

力 ---无论是在工作条件 ， 是在膜装置启动和关 的情况 . 

• 在启动,清洁，停机和标准作业的过程中，装置的过滤阀都必须保持开放. 

• 任何阶段过滤阀的关 都会引起滤液和浓缩液之间的 压力差，并 可能导 膜 包

和尾部粘合部的破裂 

• 在打开入水前应 先打开过滤阀，再打开浓缩液阀. 

• 滤液阀只能在停 入水系 才能开启. 

述任何 反规定 滤液阀 全不利的操作都可能导 保修失效. 

  

2.3. 浓缩剂流 调节阀的运行. 

在系 开启阶段浓缩阀应保持完全开启 渐关 浓缩阀用于形成工作压力，只 在入水系

开启之 才能开始萃 阶段 

 

2.4.带 卷膜元件的装置的停 . 

在带 卷膜元件的装置停 工作时，在30~60秒内 少 口压力 零 不大于0.1兆帕/ s的速

率 , 

• 于设计成旨在净化地表和地 水源的反渗 和纳滤装置，在完全停 系 由低程度

滤液提 转为 液压清洁之前将原水降 含 为5克/升 为 ，通常浓缩液调节阀
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半开，用以除去膜元件内的高浓度 溶液 输入原水 个膜元件不应超过17立方

米/小时， 于8040膜原件不超过3.5立方米/小时， 于4040膜元件应避免伸缩带来

的机械损伤 滤液 口必须打开  

• 于用于淡化含 大于5克/升的 水的反渗 系 ，应 在系 停 之前从低程度

萃 转化为液压清洁 输入原水 个膜元件不应超过17立方米/小时， 于8040膜

原件不超过3.5立方米/小时， 于4040膜元件应避免伸缩带来的机械损伤 滤液 口

必须打开  

• 海水淡化系 在任何情况 都不应清洁，因为在系 停 时由滤液面带来的渗 压会

带来膜包破裂的风险，以及伴 在膜元件表面形成 沉积的可能性 
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